PODZESPOLY

Nowoczesne podzespoty
mocy z oferty firmy IRF

Amerykaniska firma International Rectifier od lat
jest w czolowce rynku tzw. péiprzewodnikéw power
management, to jest wszelkiego rodzaju elementéw

przeznaczonych do kontroli i przetwarzania
energii elektrycznej. Obecnie jej gléwnymi
produktami sq podzespoly do przetwornic
impulsowych: poczqwszy od tranzystoréw mocy
az po wspdlpracujqgce z nimi, mniej lub bardziej
wyspecjalizowane uktady scalone. Produkty

z oferty firmy International Rectifier dostepne sq

u jednego z europejskich dostawcéw komponentéw

elektronicznych i elektrycznych

— Transfer Multisort Elektronik.

Jedna z najliczniejszych grup produktéw w ofercie firmy IRF sg
tranzystory Power MOSFET. Oferta produkcyjna obejmuje kilkaset
typéw elementéw o maksymalnych napigciach U, od kilkunastu do
kilkuset woltéw i pradach do kilkuset amperéw, najczesciej w typo-
wych, stosunkowo niewielkich obudowach do montazu przewlekane-
go i powierzchniowego, takich jak TO-220, TO-247, D2PAK, DPAK czy
S0-8. Od lat prace rozwojowe producenta w tej dziedzinie koncentru-
ja sie na zminimalizowaniu strat mocy w stanie wlaczenia i podczas
przetaczania, a takze na poprawie sprawnosci termicznej obudéw.
Owocem badan jest wlasna technologia HEXFET, jedna z najbardziej
zaawansowanych odmian technologii trench MOSFET.

Typowym przykladem produktéw z tej grupy sa nowe n-kanato-
we MOSFET-y mocy w obudowach TO-247, do typowych aplikacji
niskonapieciowych, takich jak zasilacze impulsowe, UPS-y czy r6z-
nego rodzaju napedy DC. Tranzystory majg malg rezystancje w stanie
wlgczenia (od 3 do 9 mQ) oraz duze napiecia i prady pracy, np. 60 V/
200 A (IRFP3206PBF), 75 V/200 A (IRFP3077PBF) czy 100 V/180 A
(IRFP4110PBF).

Produkowane sg takze MOSFET-y przeznaczone do stosowania
w synchronicznych prostownikach przetwornic impulsowych, ak-
tywnych ukladach separacji wyj$¢ (ORing circuits), napedach silnikéw
DC i przemyslowych inwerterach DC/AC. Mogg pracowaé przy na-
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pieciach od 40 (IRFP4004PBF)
do 200 V (IRFP4668PBF) i pra-
dach od 130 (IRFP4668PBF) do
195 A (IRFP4368PBF).
tak duzych zdolnosci laczenio-

Mimo

wych elementy te sg oferowane

w standardowych obudowach

Electronic Components

TO-247, znacznie mniejszych
i taiiszych niz obudowy podob-
nych tranzystor6w oferowanych przez innych producentéw. Bylo to
mozliwe dzieki bardzo malej rezystancji w stanie wiaczenia (od 1,7
do 9,7 m})) — nawet o 50% mniejszej w poréwnaniu z konkurencyj-
nymi produktami.

Inng wazng grupg produktéw firmy IRF gléwnie ze wzgledu na
wymaganie minimalizacji wymiaréw przy zachowaniu odpowiednich
parametréw elektrycznych i mechanicznych, duzej odpornosci i nie-
zawodno$ci, sprawnosci i zakresu temperatur pracy, sg MOSFET-y do
aplikacji samochodowych.

Technologia zastosowana w nowych samochodowych MOS-
FET-ach firmy pozwolita osiggna¢ bardzo mate warto$ci rezystancji
w stanie wlgczenia, malo zmieniajgce sig z temperatura. Rezystancja
najlepszego typu IRF2804S, w obudowie D2PAK, o maksymalnym
pradzie 75 A i napieciu 40 V, wynosi jedynie 2 mQ. Niewiele gorszy
pod tym wzgledem jest oferowany w mniejszej obudowie DPAK tran-
zystor IRFR4104PBF (odpowiednio 42 A, 40 V i 5,5 m(}). Tranzystory
charakteryzuja sie¢ wysoka dopuszczalng temperaturg ztacza (175°C),
duzg szybkoscig przelaczania i zwiekszong odpornoscig na przebicia
lawinowe.

Obok bogatego wyboru tranzystor6w MOSFET, firma Internatio-
nal Rectifier ma réwniez w ofercie tranzystory IGBT, przy czym sg
to przewaznie elementy relatywnie niewielkie, o pradach od kilku do
kilkudziesieciu amperéw i maksymalnych napieciach 600 lub 1200V,
w typowych obudowach TO-220 i TO-247. Przyktadem jest rodzi-
na 600-woltowych tranzystoréw IGBT przeznaczonych do zasilaczy
UPS i inwerteréw wspdétpracujacych z modutami ogniw stonecznych.
Nowa technologia produkcji tych elementéw pozwolila zmniejszy¢
0 30% straty mocy w poréwnaniu z technologiami tradycyjnymi. Naj-
slabszy w serii tranzystor IRGB4060DPBF charakteryzuje sie pradem
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maksymalnym 4 A (przy temperaturze obudowy 100°C), napigciem
nasycenia kolektor-emiter 2,2 V oraz catkowita energig przetgczania
210 pJ przy temperaturze zlgcza 175°C, odpowiednie parametry naj-
mocniejszego typu IRGP4063DPBF to 48 A, 2,1 Vi 3210 pJ.

Najwigkszg grupe ukladéw scalonych International Rectifier sta-
nowig drivery tranzystoréw MOSFET i IGBT, w tym drivery wysoko-
napieciowe mogace bezposrednio sterowa¢ bramkami tranzystoréw
i znacznie upraszczajace konstrukcje urzadzen. Elementy sg wykony-
wane z uzyciem firmowych technologii CMOS i HVIC.

Przyktadem sg uniwersalne jednokanatowe drivery IRS2117/IR-
S2118 (rys. 1), stosowane w ukladach sterowania silnikami elektrycz-
nymi, o$wietleniem, zasilaczach impulsowych, spawarkach ilado-
warkach akumulatoréw wspélpracujacych z ogniwami slonecznymi.
Majg wejécia logiczne wspédlpracujace ze standardowymi uktadami
CMOS. Plywajace wyjScia umozliwiajg sterowanie zar6wno n-kana-
lowych MOSFET-6w mocy, jak i tranzystoréw IGBT, pracujacych przy
napieciu 600 V, w konfiguracji high-side lub low-side.

Inne uklady driver6w — na przyklad IRS2001/IRS2003/IRS2004
(rys. 2) — sg przeznaczone do aplikacji wykorzystujacych nizsze na-
piecia, do 200 V, gtéwnie w napedach silnikéw malej i sredniej mocy.
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Poszczeg6lne typy zawieraja po dwa kanaly, low-side i high-side, mo-
gace sterowa¢ pélmostkiem tranzystoré6w MOSFET lub IGBT.

Duzo bardziej ztozony jest uktad 3-fazowego drivera MOSFET/
IGBT IRS26302DJPBE, przeznaczony do napedu silnikéw $redniej
mocy oraz innych aplikacji inwerteréw. Zawiera w sumie 7 kanatéw:
3 z wyjSciami w konfiguracji high-side i trzy low-side, do sterowania
tranzystorami tréjfazowego mostka, oraz dodatkowy kanat low-side,
ktéry moze sterowaé kluczem obwodu PFC lub uktadu hamowania.
Uklad wyposazono w szereg zabezpieczen,, w tym przed ujemnymi
przepieciami w obwodzie mocy, przerwami w obwodzie masy, wej-
Sciowy filtr zaklécen i szumow, a takze zabezpieczenie przeciwzwar-
ciowe, temperaturowe ipodnapieciowe, kontrole czasu martwego
i wiele innych.

Obok uniwersalnych uktadéw, jakimi sg drivery, duza czesé ofer-
ty firmy stanowia uktady bardziej wyspecjalizowane, zaprojektowane
specjalnie do zastosowania w zasilaczach impulsowych AC/DC i DC/
DC, sterownikach o$wietlenia czy uktadach napedowych.

Uktad IR3651SPBF jest synchronicznym kontrolerem PWM prze-
znaczonym do przetwornic DC/DC obnizajacych napiecie, umoz-
liwiajacym programowanie czestotliwosci kluczowania w zakresie
100...400 kHz. Na tle konkurencji wyr6znia sie duza sprawno$cig
i szerokim zakresem napiecia wejsciowego (od 12 do 100 V). Zapew-
nia realizacje szeregu funkcji zabezpieczajacych, takich jak tagodny
start, ograniczenie pradowe typu hiccup i zabezpieczenie podnapie-
ciowe wejscia.

W grupie specjalizowanych ukladéw os$wietleniowych przewa-
zaja zaawansowane uklady statecznikéw lamp fluorescencyjnych
ilamp wyladowczych (HID), z kompletem zabezpieczen i korekcjg
wspoélczynnika mocy, takie jak IRS2166D (rys. 3) i IRS2168D (rys. 4),
i IRS2453D (rys. 5). International Rectifier ma takze w ofercie uktady
do sterowania lampami LED. IRS254x sg wysokonapieciowymi kon-
trolerami przetwornic obnizajacych napiecie, zapewniajacymi stabi-
lizacje i regulacje pradu, a wiec jasno$ci §wiecenia diod LED. Uktady
sg przeznaczone do pracy przy napieciach do 200 V (IRS2540) i 600 V
(IRS2541) i sterujac z duza czestotliwoscia (do 500 kHz) jednym lub
para kluczy MOSFET zapewniajg stabilizacje sredniego pradu obcia-
zenia z tolerancja +5%. Ich schemat aplikacyjny przedstawiono na
rys. 6.

Dobrym przykladem uktadéw scalonych do aplikacji automotive,
gdzie oprécz cech wspomnianych przy opisie samochodowych MOS-
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FET-6w liczy sig tez wysoki stopien integracji, sg tzw. inteligentne
Iaczniki mocy (intelligent power switches), czyli uklady skupiajace
w miniaturowych, usprawnionych termicznie obudowach tranzystory
mocy oraz wszystkie potrzebne obwody sterujace i zabezpieczajace.

Nowa seria IPS60xx takich tacznikéw jest przeznaczona do za-
stosowania w przeréznych czeSciach samochodu, takich jak uklady
skrzyni biegéw, sterowania o§wietleniem oraz sterowania silnikami
do regulacji foteli, podnoszenia szyb czy wycieraczek. W niewielkich
obudowach, od TO-220 do D-PAK, mieszczg MOSFET mocy o rela-
tywnie matej rezystancji (od 14 do 130 m{Q) odpowiednio dla IPS6011
iIPS6041), obwody ograniczenia pradowego (od 60 mA do 7 A), za-
bezpieczenia temperaturowego, ESD i aktywny obwéd poziomowania
napiecia. Uklady sa lgcznikami high-side z wbudowanymi pompami
fadunku zapewniajacymi odpowiednig polaryzacje.

Oferta pétprzewodnikéw International Rectifier jest bardzo szero-
ka. Przytoczone w artykule przyklady dobrze prezentuja jej najwaz-
niejsze cechy i innowacyjny charakter produktéw, stale udoskonala-
nych przez inzynieréw firmy IRF. Wszystkie produkty zawarte w ar-
tykule jak réwniez inne z oferty IRF dostepne sa w firmie Transfer
Multisort Elektronik europejskiego dostawcy komponentéw elektro-
nicznych i elektrycznych.

Dodatkowe informacje

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.0.
93-350 t6dz, ul. Ustronna 41, tel.: 042-645-55-55, fax: 042-645-55-00,
e-mail: dso@tme.pl, www.tme.pl
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